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[57]申請專利範圍
1.　一種被動元件結構，包含：一基板，具有複數個焊墊；一保護層，位於該基板與該些焊
墊上，該保護層具有複數個保護層開口，該些保護層開口分別與該些焊墊位置對應；一

圖案化的導電層，位於該些焊墊與該保護層緊鄰該些保護層開口的表面上；複數個銅

塊，位於該導電層上，每一該些銅塊具有背對該導電層的一頂面與位在該頂面與該導電

層之間的一側壁；一擴散阻障層，選擇性地位於該些銅塊上，其中只有一選擇數量的該

些銅塊其上具有該擴散阻障層，其餘該些銅塊其上不具該擴散阻障層；該擴散阻障層為

一平面結構或一蓋體結構；當該擴散阻障層為該平面結構時，該擴散阻障層只位在該選

擇數量的該些銅塊上的該些頂面；當該擴散阻障層為該蓋體結構時，該擴散阻障層完全

覆蓋該選擇數量的該些銅塊上的該些頂面與該些側壁；以及一抗氧化層，覆蓋於該擴散

阻障層。

2.　如請求項 1所述之被動元件結構，更包含：一阻隔層，位於該保護層與該些銅塊上，且
該阻隔層具有一阻隔層開口，該阻隔層開口與該抗氧化層位置對應。

3.　如請求項 1所述之被動元件結構，更包含：一強化層，位於該擴散阻障層與該抗氧化層
之間。

4.　如請求項 3所述之被動元件結構，其中該強化層的材質包含鈀。
5.　如請求項 1所述之被動元件結構，其中該擴散阻障層的材質包含鎳。
6.　如請求項 1所述之被動元件結構，其中該抗氧化層的材質包含金。
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7.　如請求項 1所述之被動元件結構，其中該抗氧化層的厚度介於 0.01至 0.1μm。
8.　如請求項 1所述之被動元件結構，更包含：一導電結構，電性連接於該抗氧化層。
9.　如請求項 8所述之被動元件結構，其中該導電結構包含錫球或導線。

10.   一種被動元件結構的製作方法，包含下列步驟：(a)提供具有複數個焊墊的一基板；(b)形
成一保護層於該基板上，且該些焊墊分別由該 些保護層的複數個保護層開口露出；(c)形
成一導電層於該些焊墊與該保護層上；(d)形成一圖案化的光阻層於該導電層上，且緊鄰
該些保護層開口的該導電層由該光阻層的複數個光阻層開口露出；(e)分別電鍍複數個銅
塊於該些光阻層開口中的該導電層上，每一該些銅塊具有背對該導電層的一頂面與位在

該頂面與該導電層之間的一側壁；(f)去除該光阻層與未被該些銅塊覆蓋的該導電層；(g)
形成一阻隔層於該些銅塊與該保護層上，其中該些銅塊的至少一者由該阻隔層的一阻隔

層開口露出；以及(h)依序化學鍍一擴散阻障層與一抗氧化層於露出該阻隔層開口的該銅
塊上，使該擴散阻障層與該抗氧化層選擇性地位於該些銅塊上，其中只有一選擇數量的

該些銅塊其上具有該擴散阻障層與該抗氧化層，其餘該些銅塊其上不具該擴散阻障層與

該抗氧化層；該擴散阻障層為一平面結構或一蓋體結構；當該擴散阻障層為該平面結構

時，該擴散阻障層只位在該選擇數量的該些銅塊上的該些頂面；當該擴散阻障層為該蓋

體結構時，該擴散阻障層完全覆蓋該選擇數量的該些銅塊上的該些頂面與該些側壁。

11.   如請求項 10所述之被動元件結構的製作方法，其中該步驟(h)更包含：化學鍍一強化層
於該擴散阻障層上。

12.   如請求項 10所述之被動元件結構的製作方法，其中該步驟(f)包含：蝕刻未被該些銅塊覆
蓋的該導電層。

13.   如請求項 10所述之被動元件結構的製作方法，其中該阻隔層的材質為防焊綠漆。
14.   如請求項 10所述之被動元件結構的製作方法，其中該阻隔層的材質為光阻，該被動元件

結構的製作方法更包含：去除該阻隔層。

15.   如請求項 10所述之被動元件結構的製作方法，其中該步驟(b)包含：圖案化該保護層，
使該保護層具有該些保護層開口。

16.   一種被動元件結構，包含：一基板，具有複數個焊墊；一保護層，位於該基板與該些焊
墊上，該保護層具有複數個保護層開口，該些保護層開口分別與該些焊墊位置對應；一

圖案化的導電層，位於該些焊墊與該保護層緊鄰該些保護層開口的表面上； 複數個銅
塊，位於該導電層上，每一該些銅塊具有背對該導電層的一頂面與位在該頂面與該導電

層之間的一側壁；以及一抗氧化層，選擇性地位於該些銅塊上，其中只有一選擇數量的

該些銅塊其上具有該抗氧化層，其餘該些銅塊其上不具該抗氧化層；該抗氧化層完全覆

蓋該選擇數量的該些銅塊上的該些頂面與該些側壁。

17.   如請求項 16所述之被動元件結構，其中該抗氧化層的材質包含金。
18.   如請求項 16所述之被動元件結構，更包含：一導電結構，電性連接於該抗氧化層。
19.   如請求項 18所述之被動元件結構，其中該導電結構包含錫球。
20.   一種被動元件結構的製作方法，包含下列步驟：提供具有複數個焊墊的一基板；形成一

保護層於該基板上，且該些焊墊分別由該些保護層的複數個保護層開口露出；形成一導

電層於該些焊墊與該保護層上；形成一圖案化的光阻層於該導電層上，且緊鄰該些保護

層開口的該導電層由該光阻層的複數個光阻層開口露 出；分別電鍍複數個銅塊於該些光
阻層開口中的該導電層上，每一該些銅塊具有背對該導電層的一頂面與位在該頂面與該

導電層之間的一側壁；去除該光阻層與未被該些銅塊覆蓋的該導電層；以及化學鍍一抗

氧化層於該些銅塊的至少一者上，使該抗氧化層選擇性地位於該些銅塊上，其中只有一

(2)
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選擇數量的該些銅塊其上具有該抗氧化層，其餘該些銅塊其上不具該抗氧化層；該抗氧

化層完全覆蓋該選擇數量的該些銅塊上的該些頂面與該些側壁。

圖式簡單說明

第 1圖繪示根據本發明一實施方式之被動元件結構的俯視圖。
第 2圖繪示第 1圖之被動元件結構沿線段 2-2的剖面圖。
第 3圖繪示根據本發明另一實施方式之被動元件結構 的剖面圖，其剖面位置與第 2圖相

同。

第 4圖繪示根據本發明又一實施方式之被動元件結構的剖面圖，其剖面位置與第 2圖相
同。

第 5圖繪示根據本發明再一實施方式之被動元件結構的剖面圖，其剖面位置與第 3圖相
同。

第 6圖繪示根據本發明一實施方式之被動元件結構的製作方法的流程圖。
第 7圖繪示第 6圖之焊墊分別由保護層開口露出後的剖面圖。
第 8圖繪示第 7圖之焊墊與保護層形成導電層後的剖面圖。
第 9圖繪示第 8圖之導電層形成圖案化的光阻層後的剖面圖。
第 10圖繪示第 9圖之光阻層開口中的導電層形成銅塊後的剖面圖。
第 11圖繪示第 10圖之光阻層與未被銅塊覆蓋的導電層去除後的剖面圖。
第 12A圖繪示第 11圖之銅塊與保護層形成阻隔層後的剖面圖。
第 12B圖繪示第 12A圖的另一實施方式。
第 13A圖繪示第 11圖之銅塊與保護層形成阻隔層後的剖面圖。
第 13B圖繪示第 13A圖之銅塊形成擴散阻障層、強化層與抗氧化層後的剖面圖。
第 14A圖繪示第 13A圖的另一實施方式。
第 14B圖繪示第 14A圖之銅塊形成擴散阻障層、強化層與抗氧化層後的剖面圖。
第 15圖繪示根據本發明一實施方式之被動元件結構的剖面圖，其剖面位置與第 5圖相

同。

第 16圖繪示根據本發明一實施方式之被動元件結構與習知被動元件結構的品質係數-頻率
關係圖。
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